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Estimad@s Usuari@s, a Unidade de Difraccidon de Raios X informa que:

Esta confirmado que a partires de mafid, martes 8 de novembro, vaise proceder 3 instalacién do novo
dispositivo multipropdsito de RaiosX. Contamos conque, a finais desta semana, poderemos comezar alguns
experimentos-proba. @s usuari@s que queiran deixar mostras para realizalas probas iniciais, poden pérse
en contacto connosco. Lembramos as novas prestacions que se pretenden incorporar:

TECNlCA Utilidade/aplicaciéns suxeridas

Caracterizacién (grosor, densidade e rugosidade) de capas/multicapas finas de
sélidos sobre sdlidos (6xidos metalicos) de entre 1 e 200 nm de grosor, e capas de
outro tipo de material de limites de grosor a determinar que dependerd das
propiedades fisicas das mesmas.

Reflectometria
por RaiosX (XRR)
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Mapeado por difraccion dunha mostra heteroxénea a través dun barrido
superficial cun un diametro moi pequefio do feixe de ondas de incidencia dos
| RaiosX (diametro de superficie barrida de 0.3mm por cada medida), con control da
posicion do feixe de luz incidente sobre a mostra (movemento X-Y-Z da mostra

controlado via software). 7

Microdifraccién (nXDR)

Andlise estructural de polimeros en suspension, polimeros sélidos, polimeros en
peliculas, sélidos porosos, particulas en suspension de tamafios entre 0.1 e
100nm. Caracterizacion de parametros de forma/tamafio en proteinas/agregados

ensuspension (tamafios inferiores a 100 nm).
74

Dispersidon de RaiosX
(SAXS, GISAXS, WAXS)

Caracterizacions estructurais de crecementos en capas epitaxiais, ou analise
— 1 RIETVELD fino de mostras que tefian alto grao de solapamento nos picos obtidos
nun difractograma de po cristalino convencional.

Difraccion en alta
resolucion
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Por outro lado, xa temos unha planificacion das charlas/practicas/manexo de software, de
iniciacion/manexo das técnicas novas que se van a implementar. Por iso, tede en conta estas datas
enviadas por E-mail:

n

Reflectometria 2 dias (Tarde lunes 14 - Mafiana miércoles 16)
micro-DRX 1 dia (Tarde miércoles 16 - Mafiana jueves 17)
SAXS 1 dia (Tarde jueves 17 - Mafana viernes 18)

La duraciéon también podria modificarse ligeramente para acomodar la necesidad de
profundizar mas en alguna técnica en concreto.
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@s usuari@s que estean interesad@s nalgunha das charlas/practicas/manexo de software dalgunha da
técnicas referidas (ou de todas elas), por favor, pofierse en contacto cés técnicos da Unidade, e asi
proceder a distribuirnos.

Atentamente:

Os técnicos da Unidade de Difraccion de RaiosX
en Santiago a luns, 07 de novembro de 2011.



